
Rys. 42.8. Układ pasm i przerw ener-
getycznych półprzewodnika. Układ ten
przypomina strukturę energetyczną izo-
latora (patrz rys. 42.4a), jedynie przerwa
energetyczna Eg jest w półprzewodniku
znacznie mniejsza. W efekcie elektrony
mogą w wyniku drgań termicznych z
rozsądnym prawdopodobieństwem po-
konać tę przerwę. b) Drgania termiczne
umożliwiły kilku elektronom z pasma
walencyjnego pokonanie przerwy ener-
getycznej i przejście do pasma przewod-
nictwa. W paśmie walencyjnym pozo-
stała taka sama liczba dziur

ne jak przewodnictwo elektronowe. Myśląc o przewodnictwie dziurowym, do-
brze sobie wyobrazić, że wszystkie nieobsadzone stany w paśmie walencyjnym
są zajęte przez cząstki o ładunku +e i że wszystkie elektrony zostały usunięte
z pasma walencyjnego, umożliwiając tym dodatnio naładowanych cząstkom swo-
bodne przemieszczanie się w paśmie.

Opór właściwy ρ

Z rodziału 27 pamiętamy, że opór właściwy materiału ρ równy jest m/e2nτ ,
gdzie m jest masą elektronu, e — ładunkiem elementarnym, n — liczbą ładun-

42.6. Półprzewodniki 115


